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 各種携帯型電子機器類の小型化・多機能化・高性能化や，高速大容量データ伝送を実現するためには，個
別の部品レベルでの高集積化・小型化・微細化や，配線板の表面上での 3 次元実装技術だけでは実現困難
な状況となっており，新たな手段や技術開発が重要視されている． 

 このような状況に対応する技術として，配線板の内部を含めた 3 次元の部品実装による高密度実装の実
現や，部品間の最短配線で，配線の寄生インダクタンス低減による電気的な性能向上も実現できる部品内
蔵プリント配線板技術の開発などの要求がますます高まっている． 

 本書は，実装基板技術について月刊「マテリアルインテグレーション」に掲載された記事をまとめ，今後
の技術方向を明確にし応えられる内容に致しました．． 

 セラミックスに関連した調査，企画，研究開発，製造などの多くの分野の方々にご活用頂ければ幸甚です． 
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